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１．概要（Summary） 

次世代半導体として期待される二次元物質 MoS2 の

デバイス応用として、強誘電体メモリに着目し、その研究

開発を実施した。次年度までの成果に基づき、NTPF の

技術支援として高精度マスクアライナを利用し、面内寸法

が 3 ~ 5 µm の MoS2 に対して微細な電極パターンおよ

び FET 構造を形成した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
マスクアライナ装置 
【実験方法】 

200 nm 厚の SiO2 を熱酸化で表面形成した Si 基
板上に剥離転写した MoS2 薄帯に対し、マスクアライナ

装置を用いてチャネル幅 5 µm のソース・ドレイン電極レ

ジストパターンを形成した。同レジストパターンを利用して

Ni 電極を形成した後、ゲート絶縁膜として強誘電体

VDF-TrFEを溶液堆積法で MoS2 チャネル上に直接堆

積した。最後に幅 3 µm のゲート電極レジストパターンを

フォトリソ形成し、Pt ゲート電極をリフトオフ法により作製

した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
作製されたトップゲート型 FET 構造の Ids - Vds 特性を

Fig1 に記す。作製された試料は典型的な n 型チャネル

の FET 特性を示し、Idsに対するゲート電圧印可による

電流 on / off 比は 106 であった。また、明瞭なピンチオ

フが観測された。この結果は、 MoS2 上に堆積された

VDF - TrFE ゲートの良好な絶縁性が向上した事により、

ゲートリーク電流が重畳されずに純粋なドレイン電流とピ

ンチオフ特性を観測した事に由来するものと推察する。 
また、同試料を用いた不揮発性多値記録動作を試み

たが、現段階では最大でも 4 値動作に留まっている。こ

の原因としては、ゲート絶縁膜に用いている VDF - TrFE 
の分極値が少なく、十分な閾値を持った多値記録が容易

でない事と考えられる。この問題の解決にはより大きな分

極誘起が可能な無機系の強誘電体材料をゲートとして用

いる必要があるが、バンドオフセットを考慮すると強誘電体

-半導体界面にギャップの大きな絶縁体を導入する必要が

あり、プロセス工程数の増加が避けられない。また、大きな

残留分極を持つ強誘電体をゲートとした場合、逆極性の

減分極電界が発生する事から、分極保持の信頼性が低

下する問題も生じる。 
以上の事より、当該の問題に対してはデバイスの動作

原理の見直し（直流駆動からパルス駆動）を図る事により

解決される可能性があるものと推察する。 
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Fig1 Ids-Vds curves of ferroelectric gate FET 


